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Resumo 

A obtenção de estruturas suspensas com alta tensão mecânica utilizando a tecnologia MOS  é apresentada como uma 

alternativa promissora para a otimização das propriedades elétricas de dispositivos. As estruturas suspensas obtidas à 

partir de substratos de silício biaxialmente tensionados e com dimensões controladas foram caracterizadas através de 

medidas de espectroscopia Raman, indicando um estresse de ~ 2,4 % ( tensão de ~1,65 GPa ). 
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Introdução 
O presente trabalho visa propor um novo método 
compatível com a tecnologia MOS para obtenção de 
estruturas altamente tensionadas. A figura 1 exibe o 
método de fabricação empregado e a figura 2 mostra o 
resultado obtido. O método de caracterização da tensão 
mecânica foi realizado através de espectroscopia 
Raman, uma vez que este é um método não destrutivo. 

 
Figura 1. (esquerda) Etapas de fabricação das estruturas 
suspensas uniaxialmente tensionadas(micropontes) 
utilizando lâminas sSOI(Stressed Silicon  on Insulator): 
a)Substrato biaxialmente pré-tensionado(sSOI); 
b)Espalhamento por spinner de fotorresiste e litografia 
ótica; 
c)Corrosão seca de Si(~20nm); 
d)Corrosão úmida de óxido de silício(~150nm). 
Figura 2. (direita) Microscopia ótica de uma microponte 
fabricada com suas respectivas dimensões(A,B,a,b,L). 
 

Resultados e Discussão 
Na figura 3 verificamos o espectro da lâmina 
SSoi(vermelho-preenchido) com dois picos.  Um pico 
encontra-se em ~520,5cm-1 devido ao substrato de silício 
não tensionado e um segundo pico em torno de 516cm-1 
referente a fina camada(~20nm) de silício biaxialmente 
tensionado sobre óxido(estresse biaxial em torno de 
0,8%)(2). O espectro em cyan(vazado) foi medido no 
centro da microponte e indica o mesmo pico em torno de 
520.5cm-1 referente ao substrato de silício padrão e um 
pico com um grande deslocamento em torno de 
512,5cm-1. Tal deslocamento representa um stress 
mecânico na ordem de 2,4%(2) que foi alcançado devido 
a suspensão desta microponte com a corrosão úmida do 
óxido de silício, acumulando a tensão mecânica na 
constrição do meio da ponte, que possui uma menor 
área de seção transversal.  
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Figura 3. Espectros Raman utilizando um laser de 
473.8nm obtidos: no centro da ponte(cyan-vazado), e, na 
lâmina sSOI(vermelho-preenchido) antes do processo de 
microfabricação.  
 

Conclusões 
Foi fabricada uma microestrutura com um alto estresse 
mecânico caracterizada através de espectroscopia 
Raman. Tal estrutura apresenta elevado potencial para 
fabricação de futuros transistores MOS devido a sua 
compatibilidade com o processo e otimização de 
característica elétricas como a mobilidade de portadores 
através do alto controle do stress local obtido em função 
das dimensões das pontes(1). 
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